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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蒸着粒子を射出するための射出口を備えた蒸着源と、前記蒸着源に対向配置され、前記
射出口から射出された蒸着粒子が通過する開口部を備えた蒸着マスクとを有する蒸着装置
により、前記開口部を介して前記蒸着粒子が蒸着されてなる蒸着層が形成される被成膜基
板であって、
　画素領域に２次元的に配列された複数の画素と、各画素と電気的に接続される複数の配
線とを有し、各画素は、複数のサブ画素を含み、
　当該被成膜基板上には、各サブ画素に対応して２次元的にパターン形成された第１電極
と、各サブ画素に形成された発光層を含む蒸着層と、隣接したサブ画素間に渡って途切れ
なく形成された第２電極とが、この順に積層して設けられており、
　上記第１電極および第２電極の何れか一方が、前記発光層に電子を注入するための電極
であり、
　前記画素領域が前記開口部と対向する領域を通過するように、当該被成膜基板が前記蒸
着マスクに対して一方向に相対移動されつつ前記蒸着粒子が前記射出口から射出されるこ
とにより、前記画素領域を含む前記蒸着層の形成領域に前記蒸着層が形成され、
　前記複数の配線のうち前記第２電極と接続される配線を除く配線の各端子が前記蒸着層
の形成領域外に集約されており、
　さらに、当該被成膜基板に形成される、前記第２電極と、前記複数の配線のうち前記第
２電極に接続される配線との接続部が、前記蒸着層の形成領域内に配設されていることを
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特徴とする被成膜基板。
【請求項２】
　前記画素領域は、前記複数の画素がマトリクス状に配列された矩形状の領域であり、
　前記画素領域が成す矩形の４辺のうち少なくとも１辺は、当該被成膜基板と前記蒸着マ
スクとの相対移動の移動方向と平行な辺であり、
　前記複数の配線の各端子は、前記蒸着層の形成領域外の領域であって前記平行な辺の外
側で該辺に沿うように集約されていることを特徴とする請求項１に記載の被成膜基板。
【請求項３】
　前記画素領域は、前記複数の画素がマトリクス状に配列された矩形状の領域であり、
　前記画素領域が成す矩形の４辺のうち少なくとも１辺は、当該被成膜基板と前記蒸着マ
スクとの相対移動の移動方向と平行な辺であり、
　前記第２電極の接続部は、前記画素領域が成す矩形の４辺のうち前記移動方向と平行な
辺と交差する辺の外側で該辺に沿うように設けられていることを特徴とする請求項１また
は２に記載の被成膜基板。
【請求項４】
　蒸着層が蒸着された請求項１～３のいずれか１項に記載の被成膜基板を備え、
　前記蒸着層は、電流が供給されることにより発光する有機ＥＬ素子からなる有機ＥＬ層
を含む有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被成膜基板に所定のパターンの成膜を行う蒸着技術の分野に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な商品や分野でフラットパネルディスプレイが活用されており、フラットパ
ネルディスプレイのさらなる大型化、高画質化、低消費電力化が求められている。
【０００３】
　そのような状況下、有機材料の電界発光（Electroluminescence；以下、「ＥＬ」と記
す）を利用した有機ＥＬ素子を備えた有機ＥＬ表示装置は、全固体型で、低電圧駆動、高
速応答性、自発光性等の点で優れたフラットパネルディスプレイとして、高い注目を浴び
ている。
【０００４】
　有機ＥＬ表示装置は、例えば、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）が設けられたガラス基板等
からなる基板上に、ＴＦＴに接続された有機ＥＬ素子が設けられた構成を有している。
【０００５】
　有機ＥＬ素子は、低電圧直流駆動による高輝度発光が可能な発光素子であり、第１電極
、有機ＥＬ層及び第２電極が、この順に積層された構造を有している。そのうち、第１電
極はＴＦＴと接続されている。また、第１電極と第２電極との間には、前記有機ＥＬ層と
して、正孔注入層、正孔輸送層、電子ブロッキング層、発光層、正孔ブロッキング層、電
子輸送層、電子注入層等を積層させた有機層が設けられている。
【０００６】
　フルカラーの有機ＥＬ表示装置は、一般的に、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の各色の
有機ＥＬ素子をサブ画素として基板上に配列形成してなり、ＴＦＴを用いて、これら有機
ＥＬ素子を選択的に所望の輝度で発光させることにより画像表示を行っている。
【０００７】
　このような有機ＥＬ表示装置の製造においては、少なくとも各色に発光する有機発光材
料からなる発光層が、発光素子である有機ＥＬ素子毎にパターン形成される（例えば特許
文献１，２参照）。
【０００８】
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　発光層のパターン形成を行う方法としては、例えば、シャドウマスクと称される蒸着用
のマスクを用いた真空蒸着法が知られている。
【０００９】
　例えば、低分子型有機ＥＬディスプレイ（ＯＬＥＤ）では、従来、シャドウマスクを用
いた蒸着法により、有機膜（有機層）の塗り分け形成を行っている。
【００１０】
　シャドウマスクを用いた真空蒸着法では、基板の蒸着領域全体に蒸着できるサイズのシ
ャドウマスク（密着型全面シャドウマスク）が使用される。一般的には、シャドウマスク
としては、基板と同等サイズのマスクが用いられる。
【００１１】
　図１９は、シャドウマスクを用いた従来の蒸着装置の概略構成を示す断面図である。
【００１２】
　シャドウマスクを用いた真空蒸着法では、図１９に示すように、基板３０１と蒸着源３
０２とを対向配置させ、目的とする蒸着領域以外の領域に蒸着粒子が付着しないように、
シャドウマスク３０３に、蒸着領域の一部のパターンに対応した開口部３０４を設け、該
開口部３０４を介して蒸着粒子を基板３０１に蒸着させることによりパターン形成を行う
。
【００１３】
　基板３０１は、図示しない真空チャンバ内に配置され、基板３０１の下方には、蒸着源
３０２が固定される。シャドウマスク３０３は、基板３０１に密着固定されるか、もしく
は、真空チャンバの内壁に基板３０１及び蒸着源３０２が固定された状態で、基板３０１
に対して相対移動される。
【００１４】
　例えば特許文献１には、ロードロック式の蒸着源を使用し、マスクと基板との位置合わ
せを行った後、第１の発光材料を基板の真下から真空蒸着して、マスクの開口部とほぼ同
じ形状の第１発光部の配列を形成した後、マスクを移動して第２の発光材料を基板の真下
から真空蒸着してマスクの開口部とほぼ同じ形状の第２発光部の配列を形成することが開
示されている。
【００１５】
　例えば、特許文献２には、基板と同等サイズのマスクに、小径または細長いスリット孔
を、マスクの移動方向に対し交差する方向に配列し、小径またはスリット孔の配列方向に
沿ってマスクを移動させながら電極材料を蒸着させることで電極パターンを形成すること
が開示されている。
【００１６】
　このようにシャドウマスクを用いた真空蒸着法では、シャドウマスクは、撓みや歪みを
抑制するために、張力をかけてマスクフレームに固定（例えば溶接）される。
【００１７】
　シャドウマスクを用いた真空蒸着法では、このようなシャドウマスクを基板に密着させ
、蒸着源から、シャドウマスクの開口部を通して基板の所望の位置に蒸着粒子を蒸着（付
着）させることで、発光層あるいは電極のパターン形成が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２０００－１８８１７９号公報（（公開日：２
０００年７月４日）（対応米国特許第６２９４８９２号（公告日：２００１年９月２５日
）））」、
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開平１０－１０２２３７号公報（公開日：１９９
８年４月２１日）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１９】
　しかしながら、基板サイズが大きくなると、これに伴ってシャドウマスク３０３も大型
化される。
【００２０】
　この結果、シャドウマスク３０３の自重撓みや延びにより、基板３０１とシャドウマス
ク３０３との間に隙間が生じる。この結果、位置精度の高いパターン形成を行うことがで
きず、蒸着位置ズレや混色が発生し、高精細化が困難となる。
【００２１】
　また、基板サイズの大型化に伴い、シャドウマスク３０３及びこれを保持するマスクフ
レームが巨大化、超重量化する。この結果、このようなシャドウマスク３０３を取扱う装
置が巨大化、複雑化し、装置の設計が困難になるだけでなく、製造工程あるいはマスク交
換等の工程において、取り扱いの安全性の問題も発生する。
【００２２】
　このため、大型のシャドウマスクを利用した大型基板のパターン化は極めて困難である
。
【００２３】
　有機ＥＬ表示装置の製造プロセスにおいて、現行量産プロセスである密着型全面シャド
ウマスクを用いた蒸着方法を適用できる基板サイズは１ｍ角程度であり、それ以上の基板
サイズを有する大型基板への対応は困難である。したがって、大型基板に対応した有機層
塗り分け技術は現在未だ確立されておらず、６０インチクラス以上の大型の有機ＥＬ表示
装置は量産できていない。
【００２４】
　また、一般的に、基板サイズが大きくなるほど１枚の基板から形成できるパネル数が多
くなり、パネル１枚当たりの費用が安くなる。このため、大型の基板を用いれば用いるほ
ど、有機ＥＬ表示装置を低コストにて作製することができる。しかしながら、従来は、前
記したように基板サイズの制約から、低コストの有機ＥＬ表示装置を実現することはでき
なかった。
【００２５】
　このような問題に対し、基板とシャドウマスク３０３とを一定の間隙を介しつつ一方向
に相対移動させて蒸着を行うようにすれば、シャドウマスク３０３の面積を小型化するこ
とができると考えられる。
【００２６】
　ところが、このように構成した場合には、次のような問題が発生する。
【００２７】
　すなわち、基板には、通常、蒸着粒子を蒸着させる必要の無い領域、或いは、蒸着粒子
の蒸着を避けるべき領域（以下、これらの領域を蒸着不要領域という）がある。例えば、
外部回路と接続するための端子が集約された接続部（端子部）であり、この端子は、外部
回路と接続するため、蒸着しないで露出される。
【００２８】
　ここで、前記のような基板とシャドウマスクとの相対移動によって基板の移動方向一方
端部から他方端部に亘って蒸着を行うように構成した場合に、その蒸着領域に蒸着不要領
域が含まれていると、有機膜として電気抵抗が大きい有機膜が形成されている場合は、前
記接続部（端子部）と前記外部回路との良好な電気的な接続を行うことができなくなる。
【００２９】
　そこで、シャッタを用いて蒸着を遮断するように構成すると、蒸着不要領域への蒸着を
回避することができると考えられる。
【００３０】
　しかしながら、この場合、シャドウマスクの開口部の形状等によっては、蒸着を遮断し
た時点で蒸着を未実施の領域や未だ完全に蒸着が完了していない領域が残る場合があり、
この領域については、有機膜の適切な膜厚を確保することができないという問題が生じる
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。
【００３１】
　また、別の手段として、後の工程において有機溶剤による有機膜の拭き取りを行うとい
う手段が考えられる。しかしながら、この方法では、前記有機溶剤の残渣が残ったり、ダ
ストが混入したりして、製品の信頼性が低下するという問題が発生する。また、有機膜の
拭取り工程の分、工程が増加し、製造時間や製造コストの増大を招来する。
【００３２】
　本発明は、前記問題点に鑑みなされたものであり、製品の信頼性が低下するのを防止ま
たは抑制しつつ、蒸着不要領域への蒸着を回避することのできる被成膜基板及び有機ＥＬ
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　前記の課題を解決するために、本発明に係る被成膜基板は、蒸着粒子を射出するための
射出口を備えた蒸着源と、前記蒸着源に対向配置され、前記射出口から射出された蒸着粒
子が通過する開口部を備えた蒸着マスクとを有する蒸着装置により、前記開口部を介して
前記蒸着粒子が蒸着されてなる蒸着層が形成される被成膜基板であって、画素領域に２次
元的に配列された複数の画素と、各画素と電気的に接続される複数の配線とを有し、前記
画素領域が前記開口部と対向する領域を通過するように、当該被成膜基板が前記蒸着マス
クに対して一方向に相対移動されつつ前記蒸着粒子が前記射出口から射出されることによ
り、前記画素領域を含む前記蒸着層の形成領域に前記蒸着層が形成され、前記複数の配線
の各端子が前記蒸着層の形成領域外に集約されていることを特徴とするものである。
【００３４】
　この発明によれば、当該被成膜基板と蒸着マスクとを一方向に相対移動させることで蒸
着膜の形成が行われるため、面積の小さい蒸着マスクを利用し得る。このように面積の小
さい蒸着マスクを利用することで、蒸着マスクの大型化に伴う自重撓みや延びの問題が発
生せず、大型の基板に対しても蒸着層のパターン形成が可能となるとともに、位置精度の
高いパターン形成及び高精細化を行うことが可能となる。
【００３５】
　また、面積が小さい蒸着マスクが使用可能となることから、蒸着マスクの大型化に伴っ
て蒸着マスクを保持するフレームが巨大化・超重量化することで生じる問題の発生も抑制
又は回避することができる。
【００３６】
　これに加えて、本発明に係る被成膜基板においては、複数の画素が２次元的に配列され
た画素領域を有するとともに、前記画素領域の各画素と電気的に接続される複数の配線の
各端子が、前記蒸着層の形成領域外に集約されている。
【００３７】
　そのため、当該被成膜基板が前記蒸着マスクに対して一方向に相対移動されつつ前記蒸
着粒子が前記射出口から射出されたとき、前記複数の配線の端子が集約された領域には蒸
着層が形成されない。したがって、製品の信頼性が低下するのを防止または抑制しつつ、
蒸着不要領域への蒸着を回避することのできる被成膜基板を提供することができる。
【発明の効果】
【００３８】
　以上のように、本発明に係る被成膜基板は、蒸着粒子を射出するための射出口を備えた
蒸着源と、前記蒸着源に対向配置され、前記射出口から射出された蒸着粒子が通過する開
口部を備えた蒸着マスクとを有する蒸着装置により、前記開口部を介して前記蒸着粒子が
蒸着されてなる蒸着層が形成される被成膜基板であって、画素領域に２次元的に配列され
た複数の画素と、各画素と電気的に接続される複数の配線とを有し、前記画素領域が前記
開口部と対向する領域を通過するように、当該被成膜基板が前記蒸着マスクに対して一方
向に相対移動されつつ前記蒸着粒子が前記射出口から射出されることにより、前記画素領
域を含む前記蒸着層の形成領域に前記蒸着層が形成され、前記複数の配線の各端子が前記
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蒸着層の形成領域外に集約されている。
【００３９】
　これにより、製品の信頼性が低下するのを防止または抑制しつつ、蒸着不要領域への蒸
着を回避することのできる被成膜基板を提供できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施の一形態に係る蒸着装置における真空チャンバ内の被成膜基板とマ
スクユニットとを被成膜基板の裏面側から見た平面図である。
【図２】本発明の実施の一形態に係る蒸着装置における真空チャンバ内の主要構成要素の
鳥瞰図である。
【図３】本発明の実施の一形態に係る蒸着装置における要部の概略構成を模式的に示す断
面図である。
【図４】本発明の実施の一形態に係る蒸着装置の構成の一部を示すブロック図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の一形態にかかる被成膜基板および蒸着マスク
のアライメントマーカの形状の一例を示す図である。
【図６】ＲＧＢフルカラー表示の有機ＥＬ表示装置の概略構成を示す断面図である。
【図７】図６に示す有機ＥＬ表示装置を構成する画素の構成を示す平面図である。
【図８】図７に示す有機ＥＬ表示装置におけるＴＦＴ基板のＡ－Ａ線矢視断面図である。
【図９】本発明の実施の一形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造工程を工程順に示すフロー
チャートである。
【図１０】本発明の実施の一形態に係る蒸着装置を用いてＴＦＴ基板に所定のパターンを
成膜する方法の一例を示すフローチャートである。
【図１１】アライメント調整方法を示すフローチャートである。
【図１２】ＴＦＴの回路構成を示す図である。
【図１３】発光層を形成する前の段階におけるＴＦＴ基板の概略構成を示す図である。
【図１４】封止基板によって封止されたＴＦＴ基板がフレキシブルフィルムケーブルに接
続される直前の状態を示す図である。
【図１５】交差側端子部領域に位置する配線の端子周辺の構成を示す図である。
【図１６】複数の配線の配線態様を示す図である。
【図１７】本実施形態に係るＴＦＴ基板の構成を示す図である。
【図１８】第２の実施形態に係るＴＦＴ基板（被成膜基板）の概略構成を示す図である。
【図１９】シャドウマスクを用いた従来の蒸着装置の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明の実施の一形態について図１～図１８に基づいて説明すれば以下の通りである。
【００４２】
　本実施の形態では、本実施の形態にかかる蒸着装置を用いた蒸着方法の一例として、Ｔ
ＦＴ基板側から光を取り出すボトムエミッション型でＲＧＢフルカラー表示の有機ＥＬ表
示装置の製造方法を例に挙げて説明する。
【００４３】
　まず、上記有機ＥＬ表示装置の全体構成について以下に説明する。
【００４４】
　図６は、ＲＧＢフルカラー表示の有機ＥＬ表示装置の概略構成を示す断面図である。ま
た、図７は、図６に示す有機ＥＬ表示装置を構成する画素の構成を示す平面図であり、図
８は、図６に示す有機ＥＬ表示装置におけるＴＦＴ基板のＡ－Ａ線矢視断面図である。
【００４５】
　図６に示すように、本実施の形態で製造される有機ＥＬ表示装置１は、ＴＦＴ１２（図
８参照）が設けられたＴＦＴ基板１０上に、ＴＦＴ１２に接続された有機ＥＬ素子２０、
接着層３０、封止基板４０が、この順に設けられた構成を有している。
【００４６】
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　図６に示すように、有機ＥＬ素子２０は、該有機ＥＬ素子２０が積層されたＴＦＴ基板
１０を、接着層３０を用いて封止基板４０と貼り合わせることで、これら一対の基板（Ｔ
ＦＴ基板１０、封止基板４０）間に封入されている。
【００４７】
　上記有機ＥＬ表示装置１は、このように有機ＥＬ素子２０がＴＦＴ基板１０と封止基板
４０との間に封入されていることで、有機ＥＬ素子２０への酸素や水分の外部からの浸入
が防止されている。
【００４８】
　ＴＦＴ基板１０は、図８に示すように、支持基板として、例えばガラス基板等の透明な
絶縁基板１１を備えている。絶縁基板１１上には、図７に示すように、水平方向に敷設さ
れた複数のゲート線１４Ｇ（図１２参照）と、垂直方向に敷設され、ゲート線１４Ｇと交
差する複数のソース線１４Ｓ（図１２参照）及び電源配線１４Ｖ（図１２参照）とからな
る複数の配線１４が設けられている。ゲート線１４Ｇには、ゲート線１４Ｇを駆動する図
示しないゲート線駆動回路が接続され、信号線には、信号線を駆動する図示しない信号線
駆動回路が接続されている。本実施形態に係るＴＦＴ基板１０の配線１４の設計態様につ
いては後述する。
【００４９】
　有機ＥＬ表示装置１は、フルカラーのアクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置であ
り、絶縁基板１１上には、これら配線１４で囲まれた領域に、それぞれ、赤（Ｒ）、緑（
Ｇ）、青（Ｂ）の各色の有機ＥＬ素子２０からなる各色のサブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂが、
マトリクス状に配列されている。
【００５０】
　すなわち、これら配線１４で囲まれた領域が１つのサブ画素（ドット）であり、サブ画
素毎にＲ、Ｇ、Ｂの発光領域が画成されている。
【００５１】
　画素２（すなわち、１画素）は、赤色の光を透過する赤色のサブ画素２Ｒ、緑色の光を
透過する緑色のサブ画素２Ｇ、青色の光を透過する青色のサブ画素２Ｂの、３つのサブ画
素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂによって構成されている。
【００５２】
　各サブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂには、各サブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂにおける発光を担う各
色の発光領域として、ストライプ状の各色の発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂによって覆わ
れた開口部１５Ｒ・１５Ｇ・１５Ｂがそれぞれ設けられている。
【００５３】
　これら発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂは、各色毎に、蒸着によりパターン形成されてい
る。なお、開口部１５Ｒ・１５Ｇ・１５Ｂについては後述する。
【００５４】
　これらサブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂには、有機ＥＬ素子２０における第１電極２１に接続
されたＴＦＴ１２がそれぞれ設けられている。各サブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂの発光強度は
、配線１４およびＴＦＴ１２による走査および選択により決定される。このように、有機
ＥＬ表示装置１は、ＴＦＴ１２を用いて、有機ＥＬ素子２０を選択的に所望の輝度で発光
させることにより画像表示を実現している。
【００５５】
　次に、上記有機ＥＬ表示装置１におけるＴＦＴ基板１０および有機ＥＬ素子２０の構成
について詳述する。
【００５６】
　まず、ＴＦＴ基板１０について説明する。
【００５７】
　ＴＦＴ基板１０は、図８に示すように、ガラス基板等の透明な絶縁基板１１上に、ＴＦ
Ｔ１２（スイッチング素子）、層間膜１３（層間絶縁膜、平坦化膜）、配線１４、エッジ
カバー１５がこの順に形成された構成を有している。
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【００５８】
　上記絶縁基板１１上には、配線１４が設けられているとともに、各サブ画素２Ｒ・２Ｇ
・２Ｂに対応して、それぞれＴＦＴ１２を含む画素駆動回路が設けられている。図１２は
、画素駆動回路の回路構成を示す図である。
【００５９】
　図１２に示すように、画素駆動回路は、制御用のトランジスタＴｒ１，駆動用のトラン
ジスタＴｒ２、およびコンデンサＣを備える。
【００６０】
　トランジスタＴｒ１のソース端子は、ソース線１４Ｓに接続されている。トランジスタ
Ｔｒ１のゲート端子は、ゲート線１４Ｇに接続されている。トランジスタＴｒ１のドレイ
ン端子は、トランジスタＴｒ２のゲート端子に接続されている。
【００６１】
　トランジスタＴｒ２のソース端子は電源配線１４Ｖと接続されている。トランジスタＴ
ｒ２のドレイン端子は、有機ＥＬ素子２０に接続されている。
【００６２】
　コンデンサＣは、トランジスタＴｒ２のソース端子とトランジスタＴｒ２のゲート端子
との間に設置されている。コンデンサＣは、電圧保持用のコンデンサである。
【００６３】
　このような構成を有する画素駆動回路においては、データ書込み時に、ゲート線１４Ｇ
がＨ（ハイ）になることによりトランジスタＴｒ１がオンとなる。これにより、ソース線
１４Ｓからのデータ電圧信号がコンデンサＣに書き込まれる。続いて、ゲート線１４Ｇが
Ｌ（ロー）となることにより、トランジスタＴｒ１がオフとなる。これにより、コンデン
サＣとソース線１４Ｓとが遮断され、コンデンサＣはデータ書込み時に書き込まれたデー
タ電圧信号を保持する。
【００６４】
　トランジスタＴｒ２の電流は、コンデンサＣの両端の電圧の大きさにより決定される。
このため、データ電圧信号に応じた電流が有機ＥＬ素子に供給される。
【００６５】
　なお、各画素駆動回路の構成は前記のものに限定されるものではない。例えば、トラン
ジスタＴｒ１，Ｔｒ２の特性バラツキや経年変化を補償するための回路などが追加される
こともある。それに伴って、ゲート線１４Ｇ，ソース線１４Ｓ及び電源配線１４Ｖ以外の
配線が設けられる場合がある。
【００６６】
　層間膜１３は、各ＴＦＴ１２を覆うように、上記絶縁基板１１上に、上記絶縁基板１１
の全領域に渡って積層されている。
【００６７】
　層間膜１３上には、有機ＥＬ素子２０における第１電極２１が形成されている。
【００６８】
　また、層間膜１３には、有機ＥＬ素子２０における第１電極２１をＴＦＴ１２に電気的
に接続するためのコンタクトホール１３ａが設けられている。これにより、ＴＦＴ１２は
、上記コンタクトホール１３ａを介して、有機ＥＬ素子２０に電気的に接続されている。
【００６９】
　エッジカバー１５は、第１電極２１のパターン端部で有機ＥＬ層が薄くなったり電界集
中が起こったりすることで、有機ＥＬ素子２０における第１電極２１と第２電極２６とが
短絡することを防止するための絶縁層である。
【００７０】
　エッジカバー１５は、層間膜１３上に、第１電極２１のパターン端部を被覆するように
形成されている。
【００７１】
　エッジカバー１５には、サブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂ毎に開口部１５Ｒ・１５Ｇ・１５Ｂ
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が設けられている。このエッジカバー１５の開口部１５Ｒ・１５Ｇ・１５Ｂが、各サブ画
素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂの発光領域となる。
【００７２】
　言い換えれば、各サブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂは、絶縁性を有するエッジカバー１５によ
って仕切られている。エッジカバー１５は、素子分離膜としても機能する。
【００７３】
　次に、有機ＥＬ素子２０について説明する。
【００７４】
　有機ＥＬ素子２０は、低電圧直流駆動による高輝度発光が可能な発光素子であり、第１
電極２１、有機ＥＬ層、第２電極２６が、この順に積層されている。
【００７５】
　第１電極２１は、上記有機ＥＬ層に正孔を注入（供給）する機能を有する層である。第
１電極２１は、前記したようにコンタクトホール１３ａを介してＴＦＴ１２と接続されて
いる。
【００７６】
　第１電極２１と第２電極２６との間には、図８に示すように、有機ＥＬ層として、第１
電極２１側から、正孔注入層兼正孔輸送層２２、発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂ、電子輸
送層２４、電子注入層２５が、この順に形成された構成を有している。
【００７７】
　なお、上記積層順は、第１電極２１を陽極とし、第２電極２６を陰極としたものであり
、第１電極２１を陰極とし、第２電極２６を陽極とする場合には、有機ＥＬ層の積層順は
反転する。
【００７８】
　正孔注入層は、発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂへの正孔注入効率を高める機能を有する
層である。また、正孔輸送層は、発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂへの正孔輸送効率を高め
る機能を有する層である。正孔注入層兼正孔輸送層２２は、第１電極２１およびエッジカ
バー１５を覆うように、上記ＴＦＴ基板１０における表示領域全面に一様に形成されてい
る。
【００７９】
　なお、本実施の形態では、上記したように、正孔注入層および正孔輸送層として、正孔
注入層と正孔輸送層とが一体化された正孔注入層兼正孔輸送層２２を設けた場合を例に挙
げて説明する。しかしながら、本実施の形態はこれに限定されるものではない。正孔注入
層と正孔輸送層とは互いに独立した層として形成されていてもよい。
【００８０】
　正孔注入層兼正孔輸送層２２上には、発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂが、エッジカバー
１５の開口部１５Ｒ・１５Ｇ・１５Ｂを覆うように、それぞれ、サブ画素２Ｒ・２Ｇ・２
Ｂに対応して形成されている。
【００８１】
　発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂは、第１電極２１側から注入されたホール（正孔）と第
２電極２６側から注入された電子とを再結合させて光を出射する機能を有する層である。
発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂは、それぞれ、低分子蛍光色素、金属錯体等の、発光効率
が高い材料で形成されている。
【００８２】
　電子輸送層２４は、第２電極２６から発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂへの電子輸送効率
を高める機能を有する層である。また、電子注入層２５は、第２電極２６から電子輸送層
２４への電子注入効率を高める機能を有する層である。
【００８３】
　電子輸送層２４は、発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂおよび正孔注入層兼正孔輸送層２２
を覆うように、これら発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂおよび正孔注入層兼正孔輸送層２２
上に、上記ＴＦＴ基板１０における表示領域全面に渡って一様に形成されている。また、



(10) JP 5384755 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

電子注入層２５は、電子輸送層２４を覆うように、電子輸送層２４上に、上記ＴＦＴ基板
１０における表示領域全面に渡って一様に形成されている。
【００８４】
　なお、電子輸送層２４と電子注入層２５とは、上記したように互いに独立した層として
形成されていてもよく、互いに一体化して設けられていてもよい。すなわち、上記有機Ｅ
Ｌ表示装置１は、電子輸送層２４および電子注入層２５に代えて、電子輸送層兼電子注入
層を備えていてもよい。
【００８５】
　第２電極２６は、上記のような有機層で構成される有機ＥＬ層に電子を注入する機能を
有する層である。第２電極２６は、電子注入層２５を覆うように、電子注入層２５上に、
上記ＴＦＴ基板１０における表示領域全面に渡って一様に形成されている。
【００８６】
　なお、発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂ以外の有機層は有機ＥＬ層として必須の層ではな
く、要求される有機ＥＬ素子２０の特性に応じて適宜形成すればよい。また、有機ＥＬ層
には、必要に応じ、キャリアブロッキング層を追加することもできる。例えば、発光層２
３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂと電子輸送層２４との間にキャリアブロッキング層として正孔ブロ
ッキング層を追加することで、正孔が電子輸送層２４に抜けるのを阻止し、発光効率を向
上することができる。
【００８７】
　前記有機ＥＬ素子２０の構成としては、例えば、下記（１）～（８）に示すような層構
成を採用することができる。
（１）第１電極／発光層／第２電極
（２）第１電極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／第２電極（３）第１電極／正孔輸送
層／発光層／正孔ブロッキング層（キャリアブロッキング層）／電子輸送層／第２電極
（４）第１電極／正孔輸送層／発光層／正孔ブロッキング層／電子輸送層／電子注入層／
第２電極
（５）第１電極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／第２電極
（６）第１電極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／正孔ブロッキング層／電子輸送層／
第２電極
（７）第１電極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／正孔ブロッキング層／電子輸送層／
電子注入層／第２電極
（８）第１電極／正孔注入層／正孔輸送層／電子ブロッキング層（キャリアブロッキング
層）／発光層／正孔ブロッキング層／電子輸送層／電子注入層／第２電極
　なお、上記したように、例えば正孔注入層と正孔輸送層とは、一体化されていてもよい
。また、電子輸送層と電子注入層とは一体化されていてもよい。
【００８８】
　また、有機ＥＬ素子２０の構成は上記例示の層構成に限定されるものではなく、上記し
たように、要求される有機ＥＬ素子２０の特性に応じて所望の層構成を採用することがで
きる。
【００８９】
　次に、上記有機ＥＬ表示装置１の製造方法について以下に説明する。
【００９０】
　図９は、上記有機ＥＬ表示装置１の製造工程を工程順に示すフローチャートである。
【００９１】
　図９に示すように、本実施の形態にかかる有機ＥＬ表示装置１の製造方法は、例えば、
ＴＦＴ基板・第１電極作製工程（Ｓ１）、正孔注入層・正孔輸送層蒸着構成（Ｓ２）、発
光層蒸着工程（Ｓ３）、電子輸送層蒸着工程（Ｓ４）、電子注入層蒸着工程（Ｓ５）、第
２電極蒸着工程（Ｓ６）、封止工程（Ｓ７）を備えている。
【００９２】
　以下に、図９に示すフローチャートに従って、図７および図８を参照して上記した各工
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程について説明する。
【００９３】
　但し、本実施の形態に記載されている各構成要素の寸法、材質、形状等はあくまで一実
施形態に過ぎず、これによって本発明の範囲が限定解釈されるべきではない。
【００９４】
　また、前記したように、本実施形態に記載の積層順は、第１電極２１を陽極、第２電極
２６を陰極としたものであり、反対に第１電極２１を陰極とし、第２電極２６を陽極とす
る場合には、有機ＥＬ層の積層順は反転する。同様に、第１電極２１および第２電極２６
を構成する材料も反転する。
【００９５】
　まず、図８に示すように、公知の技術でＴＦＴ１２並びに配線１４等が形成されたガラ
ス等の絶縁基板１１上に感光性樹脂を塗布し、フォトリソグラフィ技術によりパターニン
グを行うことで、絶縁基板１１上に層間膜１３を形成する。
【００９６】
　上記絶縁基板１１としては、例えば厚さが０．７～１．１ｍｍであり、ｙ軸方向の長さ
（縦長さ）が４００～５００ｍｍであり、ｘ軸方向の長さ（横長さ）が３００～４００ｍ
ｍのガラス基板あるいはプラスチック基板が用いられる。なお、本実施の形態では、ガラ
ス基板を用いた。
【００９７】
　層間膜１３としては、例えば、アクリル樹脂やポリイミド樹脂等を用いることができる
。アクリル樹脂としては、例えば、ＪＳＲ株式会社製のオプトマーシリーズが挙げられる
。また、ポリイミド樹脂としては、例えば、東レ株式会社製のフォトニースシリーズが挙
げられる。但し、ポリイミド樹脂は一般に透明ではなく、有色である。このため、図８に
示すように上記有機ＥＬ表示装置１としてボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置を製
造する場合には、上記層間膜１３としては、アクリル樹脂等の透明性樹脂が、より好適に
用いられる。
【００９８】
　上記層間膜１３の膜厚としては、ＴＦＴ１２による段差を補償することができればよく
、特に限定されるものではない。本実施の形態では、例えば、約２μｍとした。
【００９９】
　次に、層間膜１３に、第１電極２１をＴＦＴ１２に電気的に接続するためのコンタクト
ホール１３ａを形成する。
【０１００】
　次に、導電膜（電極膜）として、例えばＩＴＯ（Indium Tin Oxide：インジウム錫酸化
物）膜を、スパッタ法等により、１００ｎｍの厚さで成膜する。
【０１０１】
　次いで、上記ＩＴＯ膜上にフォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィ技術を用いて
パターニングを行った後、塩化第二鉄をエッチング液として、上記ＩＴＯ膜をエッチング
する。その後、レジスト剥離液を用いてフォトレジストを剥離し、さらに基板洗浄を行う
。これにより、層間膜１３上に、第１電極２１をマトリクス状に形成する。
【０１０２】
　なお、上記第１電極２１に用いられる導電膜材料としては、例えば、ＩＴＯ、ＩＺＯ（
Indium Zinc Oxide：インジウム亜鉛酸化物）、ガリウム添加酸化亜鉛（ＧＺＯ）等の透
明導電材料、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）等の金属材料を用いることが
できる。
【０１０３】
　また、上記導電膜の積層方法としては、スパッタ法以外に、真空蒸着法、ＣＶＤ（chem
ical vapor deposition、化学蒸着）法、プラズマＣＶＤ法、印刷法等を用いることがで
きる。
【０１０４】
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　上記第１電極２１の厚さとしては特に限定されるものではないが、上記したように、例
えば、１００ｎｍの厚さとすることができる。
【０１０５】
　次に、層間膜１３と同様にして、エッジカバー１５を、例えば約１μｍの膜厚でパター
ニング形成する。エッジカバー１５の材料としては、層間膜１３と同様の絶縁材料を使用
することができる。
【０１０６】
　以上の工程により、ＴＦＴ基板１０および第１電極２１が作製される（Ｓ１）。
【０１０７】
　次に、上記のような工程を経たＴＦＴ基板１０に対し、脱水のための減圧ベークおよび
第１電極２１の表面洗浄として酸素プラズマ処理を施す。
【０１０８】
　次いで、従来の蒸着装置を用いて、上記ＴＦＴ基板１０上に、正孔注入層および正孔輸
送層（本実施の形態では正孔注入層兼正孔輸送層２２）を、上記ＴＦＴ基板１０における
表示領域全面に蒸着する（Ｓ２）。
【０１０９】
　具体的には、表示領域全面が開口したオープンマスクを、ＴＦＴ基板１０に対しアライ
メント調整を行った後に密着して貼り合わせ、ＴＦＴ基板１０とオープンマスクとを共に
回転させながら、蒸着源より飛散した蒸着粒子を、オープンマスクの開口部を通じて表示
領域全面に均一に蒸着する。
【０１１０】
　ここで表示領域全面への蒸着とは、隣接した色の異なるサブ画素間に渡って途切れなく
蒸着することを意味する。
【０１１１】
　正孔注入層および正孔輸送層の材料としては、例えば、ベンジン、スチリルアミン、ト
リフェニルアミン、ポルフィリン、トリアゾール、イミダゾール、オキサジアゾール、ポ
リアリールアルカン、フェニレンジアミン、アリールアミン、オキザゾール、アントラセ
ン、フルオレノン、ヒドラゾン、スチルベン、トリフェニレン、アザトリフェニレン、お
よびこれらの誘導体、ポリシラン系化合物、ビニルカルバゾール系化合物、チオフェン系
化合物、アニリン系化合物等の、鎖状式共役系のモノマー、オリゴマー、またはポリマー
等が挙げられる。
【０１１２】
　正孔注入層と正孔輸送層とは、前記したように一体化されていてもよく、独立した層と
して形成されていてもよい。各々の膜厚としては、例えば、１０～１００ｎｍである。
【０１１３】
　本実施の形態では、正孔注入層および正孔輸送層として、正孔注入層兼正孔輸送層２２
を設けるとともに、正孔注入層兼正孔輸送層２２の材料として、４，４’－ビス［Ｎ－（
１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）を使用した。また、正
孔注入層兼正孔輸送層２２の膜厚は３０ｎｍとした。
【０１１４】
　次に、上記正孔注入層兼正孔輸送層２２上に、エッジカバー１５の開口部１５Ｒ・１５
Ｇ・１５Ｂを覆うように、サブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂに対応して発光層２３Ｒ・２３Ｇ・
２３Ｂをそれぞれ塗り分け形成（パターン形成）する（Ｓ３）。
【０１１５】
　前記したように、発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂには、低分子蛍光色素、金属錯体等の
発光効率が高い材料が用いられる。
【０１１６】
　発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂの材料としては、例えば、アントラセン、ナフタレン、
インデン、フェナントレン、ピレン、ナフタセン、トリフェニレン、アントラセン、ペリ
レン、ピセン、フルオランテン、アセフェナントリレン、ペンタフェン、ペンタセン、コ
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ロネン、ブタジエン、クマリン、アクリジン、スチルベン、およびこれらの誘導体、トリ
ス（８－キノリノラト）アルミニウム錯体、ビス（ベンゾキノリノラト）ベリリウム錯体
、トリ（ジベンゾイルメチル）フェナントロリンユーロピウム錯体、ジトルイルビニルビ
フェニル等が挙げられる。
【０１１７】
　発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂの膜厚としては、例えば、１０～１００ｎｍである。
【０１１８】
　本実施の形態にかかる蒸着方法並びに蒸着装置は、このような発光層２３Ｒ・２３Ｇ・
２３Ｂの塗り分け形成（パターン形成）に特に好適に使用することができる。
【０１１９】
　本実施の形態にかかる蒸着方法並びに蒸着装置を用いた発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂ
の塗り分け形成については、後で詳述する。
【０１２０】
　次に、上記した正孔注入層・正孔輸送層蒸着工程（Ｓ２）と同様の方法により、電子輸
送層２４を、上記正孔注入層兼正孔輸送層２２および発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂを覆
うように、上記ＴＦＴ基板１０における表示領域全面に蒸着する（Ｓ４）。
【０１２１】
　続いて、上記した正孔注入層・正孔輸送層蒸着工程（Ｓ２）と同様の方法により、電子
注入層２５を、上記電子輸送層２４を覆うように、上記ＴＦＴ基板１０における表示領域
全面に蒸着する（Ｓ５）。
【０１２２】
　電子輸送層２４および電子注入層２５の材料としては、例えば、トリス（８－キノリノ
ラト）アルミニウム錯体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、フェニルキノ
キサリン誘導体、シロール誘導体等が挙げられる。
【０１２３】
　具体的には、Ａｌｑ（トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム）、アントラセ
ン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、アントラセン、ペリレン、ブタジエン、クマ
リン、アクリジン、スチルベン、１，１０－フェナントロリン、およびこれらの誘導体や
金属錯体、ＬｉＦ等が挙げられる。
【０１２４】
　前記したように電子輸送層２４と電子注入層２５とは、一体化されていても独立した層
として形成されていてもよい。各々の膜厚としては、例えば、１～１００ｎｍである。ま
た、電子輸送層２４および電子注入層２５の合計の膜厚は、例えば２０～２００ｎｍであ
る。
【０１２５】
　本実施の形態では、電子輸送層２４の材料にＡｌｑを使用し、電子注入層２５の材料に
は、ＬｉＦを使用した。また、電子輸送層２４の膜厚は３０ｎｍとし、電子注入層２５の
膜厚は１ｎｍとした。
【０１２６】
　次に、上記した正孔注入層・正孔輸送層蒸着工程（Ｓ２）と同様の方法により、第２電
極２６を、上記電子注入層２５を覆うように、上記ＴＦＴ基板１０における表示領域全面
に蒸着する（Ｓ６）。
【０１２７】
　第２電極２６の材料（電極材料）としては、仕事関数の小さい金属等が好適に用いられ
る。このような電極材料としては、例えば、マグネシウム合金（ＭｇＡｇ等）、アルミニ
ウム合金（ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等）、金属カルシウム等が挙げられる。第２電
極２６の厚さは、例えば５０～１００ｎｍである。
【０１２８】
　本実施の形態では、第２電極２６としてアルミニウムを５０ｎｍの膜厚で形成した。こ
れにより、ＴＦＴ基板１０上に、上記した有機ＥＬ層、第１電極２１、および第２電極２
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６からなる有機ＥＬ素子２０を形成した。
【０１２９】
　次いで、図６に示すように、有機ＥＬ素子２０が形成された上記ＴＦＴ基板１０と、封
止基板４０とを、接着層３０にて貼り合わせ、有機ＥＬ素子２０の封入を行った。
【０１３０】
　上記封止基板４０としては、例えば厚さが０．４～１．１ｍｍのガラス基板あるいはプ
ラスチック基板等の絶縁基板が用いられる。なお、本実施の形態では、ガラス基板を用い
た。
【０１３１】
　なお、封止基板４０の縦長さおよび横長さは、目的とする有機ＥＬ表示装置１のサイズ
により適宜調整してもよく、ＴＦＴ基板１０における絶縁基板１１と略同一のサイズの絶
縁基板を使用し、有機ＥＬ素子２０を封止した後で、目的とする有機ＥＬ表示装置１のサ
イズに従って分断してもよい。
【０１３２】
　なお、有機ＥＬ素子２０の封止方法としては、上記した方法に限定されない。他の封止
方式としては、例えば、掘り込みガラスを封止基板４０として使用し、封止樹脂やフリッ
トガラス等により枠状に封止を行う方法や、ＴＦＴ基板１０と封止基板４０との間に樹脂
を充填する方法等が挙げられる。上記有機ＥＬ表示装置１の製造方法は、上記封止方法に
依存せず、あらゆる封止方法を適用することが可能である。
【０１３３】
　また、上記第２電極２６上には、該第２電極２６を覆うように、酸素や水分が外部から
有機ＥＬ素子２０内に浸入することを阻止する、図示しない保護膜が設けられていてもよ
い。
【０１３４】
　上記保護膜は、絶縁性や導電性の材料で形成される。このような材料としては、例えば
、窒化シリコンや酸化シリコンが挙げられる。また、上記保護膜の厚さは、例えば１００
～１０００ｎｍである。
【０１３５】
　上記の工程により、有機ＥＬ表示装置１が完成される。
【０１３６】
　このような有機ＥＬ表示装置１において、配線１４からの信号入力によりＴＦＴ１２を
ＯＮ（トランジスタＴｒ１，Ｔｒ２ともにＯＮ）させると、第１電極２１から有機ＥＬ層
へ正孔が注入される。一方で、第２電極２６から有機ＥＬ層に電子が注入され、正孔と電
子とが発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂ内で再結合する。再結合した正孔および電子がエネ
ルギーを失活する際に、光として出射される。
【０１３７】
　上記有機ＥＬ表示装置１においては、各サブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂの発光輝度を制御す
ることで、所定の画像が表示される。
【０１３８】
　次に、本実施の形態にかかる蒸着装置の構成について説明する。
【０１３９】
　図１は、本実施の形態にかかる蒸着装置における真空チャンバ内の被成膜基板とマスク
ユニットとを被成膜基板の裏面側（つまり蒸着面とは反対側）から見た平面図である。な
お、図示の便宜上、図１において、被成膜基板は二点鎖線にて示している。また、図２は
、本実施の形態にかかる蒸着装置における真空チャンバ内の主要構成要素の鳥瞰図である
。図３は、本実施の形態にかかる蒸着装置における要部の概略構成を模式的に示す断面図
である。なお、図３は、図１に示すＢ－Ｂ線矢視断面から見たときの蒸着装置の断面に相
当する。図４は、本実施の形態にかかる蒸着装置の構成の一部を示すブロック図である。
【０１４０】
　図３に示すように、本実施の形態にかかる蒸着装置５０は、真空チャンバ６０（成膜チ
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ャンバ）、基板移動機構７０（基板移動手段、移動手段）、マスクユニット８０、イメー
ジセンサ９０、および制御回路１００（図４参照）を備えている。
【０１４１】
　上記真空チャンバ６０内には、図３に示すように、基板移動機構７０およびマスクユニ
ット８０が設けられている。
【０１４２】
　なお、上記真空チャンバ６０には、蒸着時に該真空チャンバ６０内を真空状態に保つた
めに、該真空チャンバ６０に設けられた図示しない排気口を介して真空チャンバ６０内を
真空排気する図示しない真空ポンプが設けられている。
【０１４３】
　上記基板移動機構７０は、例えば、被成膜基板２００（例えばＴＦＴ基板１０）を保持
する基板保持部材７１（基板保持手段）と、モータ７２（図４参照）とを備えている。
【０１４４】
　上記基板移動機構７０は、基板保持部材７１により被成膜基板２００を保持するととも
に、後述するモータ駆動制御部１０３（図４参照）によってモータ７２を駆動させること
で、被成膜基板２００を保持して水平方向に移動させる。なお、上記基板移動機構７０は
、ｘ軸方向およびｙ軸方向の何れにも移動可能に設けられていてもよく、何れか一方向に
移動可能に設けられていてもよい。
【０１４５】
　上記基板保持部材７１には、静電チャックが使用される。被成膜基板２００は、上記静
電チャックにより、自重による撓みがない状態で、上記マスクユニット８０における後述
するシャドウマスク８１との間の隙間ｇ１（空隙、垂直間距離）が一定に保持されている
。
【０１４６】
　上記被成膜基板２００とシャドウマスク８１との間の隙間ｇ１は、５０μｍ以上、３ｍ
ｍ以下の範囲内であることが好ましく、より好ましくは２００μｍ程度である。
【０１４７】
　上記隙間ｇ１が５０μｍ未満の場合、被成膜基板２００がシャドウマスク８１に接触す
るおそれが高くなる。
【０１４８】
　一方、上記隙間ｇ１が３ｍｍを越えると、シャドウマスク８１の開口部８２を通過した
蒸着粒子が広がって、形成される蒸着膜２１１のパターン幅が広くなり過ぎる。例えば上
記蒸着膜２１１が、発光層２３Ｒである場合、上記隙間ｇ１が３ｍｍを越えると、隣接サ
ブ画素であるサブ画素２Ｇ・２Ｂの開口部１５Ｇ・１５Ｂにも発光層２３Ｒの材料が蒸着
されてしまうおそれがある。
【０１４９】
　また、上記隙間ｇ１が２００μｍ程度であれば、被成膜基板２００がシャドウマスク８
１に接触するおそれもなく、また、蒸着膜２１１のパターン幅の広がりも十分に小さくす
ることができる。
【０１５０】
　また、マスクユニット８０は、図３に示すように、シャドウマスク８１（蒸着マスク、
マスク）と、蒸着源８５と、マスク保持部材８７（保持手段）と、マスクテンション機構
８８と、シャッタ８９（図４参照）とを備えている。
【０１５１】
　上記シャドウマスク８１としては、例えば金属製のマスクが用いられる。
【０１５２】
　上記シャドウマスク８１は、被成膜基板２００の蒸着領域２１０よりも面積が小さく、
その少なくとも１辺が、被成膜基板２００の蒸着領域２１０の幅よりも短く形成されてい
る。
【０１５３】
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　本実施の形態では、上記シャドウマスク８１として、以下の大きさを有する矩形状（帯
状）のシャドウマスクを使用する。上記シャドウマスク８１は、図１に示すように、その
長手方向（長軸方向）の長さである長辺８１ａの幅ｄ１が、蒸着領域２１０における、上
記シャドウマスク８１の長辺８１ａに対向する辺（図１に示す例では蒸着領域２１０の長
辺２１０ａ）の幅ｄ３よりも長くなるように形成されている。また、上記シャドウマスク
８１は、その短手方向（短軸方向）の長さである短辺８１ｂの幅ｄ２が、蒸着領域２１０
における、上記シャドウマスク８１の短辺８１ｂに対向する辺（図１に示す例では蒸着領
域２１０の短辺２１０ｂ）の幅ｄ４よりも短くなるように形成されている。
【０１５４】
　上記シャドウマスク８１には、図１および図２に示すように、例えば帯状（ストライプ
状）の開口部８２（貫通口）が、一次元方向に複数配列して設けられている。上記開口部
８２は、被成膜基板２００への蒸着膜２１１（図３参照）のパターン形成として、例えば
ＴＦＴ基板１０における発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂの塗り分け形成を行う場合、これ
ら発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂの同色列のサイズとピッチに合わせて形成されている。
【０１５５】
　また、上記シャドウマスク８１には、図１に示すように、例えば、被成膜基板２００の
走査方向（基板走査方向）に沿って、アライメントマーカ部８３が設けられており、該ア
ライメントマーカ部８３に、被成膜基板２００とシャドウマスク８１との位置合わせ（ア
ライメント）を行うためのアライメントマーカ８４（図３参照）が設けられている。
【０１５６】
　本実施の形態では、上記アライメントマーカ部８３は、図１に示すように、上記シャド
ウマスク８１の短辺８１ｂ（短軸）に沿って設けられている。
【０１５７】
　また、上記したようにシャドウマスク８１として、その長辺８１ａの幅ｄ１が、蒸着領
域２１０における対向する辺の幅ｄ３よりも長く、短辺８１ｂの幅ｄ２が、蒸着領域２１
０における対向する辺の幅ｄ４よりも短いシャドウマスクを使用することで、その長手方
向両側部（つまり、両短辺８１ｂ・８１ｂ）にアライメントマーカ部８３を形成すること
ができる。したがって、アライメントを容易かつより精密に行うことができる。
【０１５８】
　一方、被成膜基板２００には、図１に示すように、蒸着領域２１０の外側に、被成膜基
板２００の走査方向（基板走査方向）に沿って、アライメントマーカ部２２０が設けられ
ており、該アライメントマーカ部２２０に、被成膜基板２００とシャドウマスク８１との
位置合わせを行うためのアライメントマーカ２２１（図３参照）が設けられている。
【０１５９】
　本実施の形態では、上記アライメントマーカ部２２０は、図１に示すように、被成膜基
板２００の蒸着領域２１０の短辺２１０ｂ（短軸）に沿って設けられている。
【０１６０】
　本実施の形態では、上記ストライプ状の開口部８２は、基板走査方向であるシャドウマ
スク８１の短辺方向に延設されているとともに、基板走査方向に直交するシャドウマスク
８１の長辺方向に複数並んで設けられている。
【０１６１】
　蒸着源８５は、例えば、内部に蒸着材料を収容する容器であり、図１～図３に示すよう
に、シャドウマスク８１との間に一定の隙間ｇ２（空隙）を有して（つまり、一定距離離
間して）対向配置されている。
【０１６２】
　なお、上記蒸着源８５は、容器内部に蒸着材料を直接収容する容器であってもよく、ロ
ードロック式の配管を有する容器であってもよい。
【０１６３】
　上記蒸着源８５は、例えば、上方に向けて蒸着粒子を射出する機構を有している。
【０１６４】
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　上記蒸着源８５は、シャドウマスク８１との対向面に、上記蒸着材料を蒸着粒子として
射出（飛散）させる複数の射出口８６を有している。
【０１６５】
　本実施の形態では、上記したように蒸着源８５が被成膜基板２００の下方に配されてお
り、被成膜基板２００が、上記蒸着領域２１０が下方を向いている状態で基板保持部材７
１により保持される。このため、本実施の形態では、蒸着源８５は、シャドウマスク８１
の開口部８２を介して蒸着粒子を下方から上方に向かって被成膜基板２００に蒸着（アッ
プデポジション、以下、「デポアップ」と記す）させる。
【０１６６】
　上記射出口８６は、図１および図２に示すように、シャドウマスク８１の開口領域にお
いて開口するように、それぞれ、シャドウマスク８１の開口部８２に対向して設けられて
いる。本実施の形態では、上記射出口８６は、シャドウマスク８１の開口部８２に対向し
て、シャドウマスク８１の開口部８２の並設方向に沿って一次元配列されている。
【０１６７】
　このため、図１および図２に示すように、被成膜基板２００の裏面側から見たときに（
つまり平面視で）、上記蒸着源８５におけるシャドウマスク８１との対向面（すなわち、
射出口８６の形成面）は、例えば、矩形状（帯状）のシャドウマスク８１の形状に合わせ
て、矩形状（帯状）に形成されている。
【０１６８】
　上記マスクユニット８０において、上記シャドウマスク８１と蒸着源８５とは、相対的
に位置が固定されている。すなわち、上記シャドウマスク８１と上記蒸着源８５の射出口
８６の形成面との間の隙間ｇ２は、常に一定に保たれているとともに、上記シャドウマス
ク８１の開口部８２の位置と上記蒸着源８５の射出口８６の位置とは、常に同じ位置関係
を有している。
【０１６９】
　なお、上記蒸着源８５の射出口８６は、上記マスクユニット８０を上記被成膜基板２０
０の裏面から見たときに（つまり、平面視で）、上記シャドウマスク８１の開口部８２の
中央に位置するように配置されている。
【０１７０】
　上記シャドウマスク８１と蒸着源８５とは、例えば、図３に示すように、マスクテンシ
ョン機構８８を介して上記シャドウマスク８１および蒸着源８５を保持・固定するマスク
保持部材８７（例えば同一のホルダ）に備えられ、これにより一体化されることで、その
相対的な位置が保持・固定されている。
【０１７１】
　またシャドウマスク８１は、マスクテンション機構８８により、テンション（張力）が
加えられ、自重によるたわみや延びが発生しないように適宜調整されている。
【０１７２】
　上記したように、上記蒸着装置５０においては、被成膜基板２００が、基板保持部材７
１（静電チャック）にて吸着板に吸着されることで自重による撓みが防止されており、マ
スクテンション機構８８によってシャドウマスク８１にテンションが加えられていること
で、被成膜基板２００とシャドウマスク８１とが平面上で重なる領域の全面に渡って、被
成膜基板２００とシャドウマスク８１との距離が一定に保持されている。
【０１７３】
　また、シャッタ８９は、蒸着粒子のシャドウマスク８１への到達を制御するために、必
要に応じて用いられる。シャッタ８９は、後述する蒸着ＯＮ／ＯＦＦ制御部１０４（図４
参照）からの蒸着ＯＦＦ信号もしくは蒸着ＯＮ信号に基づいてシャッタ駆動制御部１０５
（図４参照）によって閉鎖もしくは開放される。
【０１７４】
　上記シャッタ８９は、例えば、シャドウマスク８１と蒸着源８５との間に進退可能（挿
入可能）に設けられている。シャッタ８９は、シャドウマスク８１と蒸着源８５との間に
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挿入されることでシャドウマスク８１の開口部８２を閉鎖する。
【０１７５】
　なお、上記蒸着装置５０において、蒸着源８５から飛散した蒸着粒子はシャドウマスク
８１内に飛散するように調整されており、シャドウマスク８１外に飛散する蒸着粒子は、
防着板（遮蔽板）等で適宜除去される構成としてもよい。
【０１７６】
　また、上記真空チャンバ６０の外側には、撮像手段（画像読取手段）として例えばＣＣ
Ｄを備えたイメージセンサ９０（図４参照）が設けられているとともに、制御手段として
、上記イメージセンサ９０に接続された制御回路１００が設けられている。
【０１７７】
　上記イメージセンサ９０は、被成膜基板２００とシャドウマスク８１との位置合わせを
行うための位置検出手段として機能する。
【０１７８】
　また、制御回路１００は、画像検出部１０１、演算部１０２、モータ駆動制御部１０３
、蒸着ＯＮ／ＯＦＦ制御部１０４、およびシャッタ駆動制御部１０５を備えている。
【０１７９】
　前記したように、被成膜基板２００には、図１に示すように、蒸着領域２１０の外側に
、例えば基板走査方向に沿ってアライメントマーカ部２２０が設けられており、該アライ
メントマーカ部２２０に、アライメントマーカ２２１が設けられている。
【０１８０】
　画像検出部１０１は、イメージセンサ９０で取り込まれた画像から、被成膜基板２００
に設けられたアライメントマーカ２２１並びにシャドウマスク８１のアライメントマーカ
８４の画像検出を行うとともに、被成膜基板２００に設けられたアライメントマーカ２２
１における、蒸着領域２１０の始端を示す始端マーカ、および、蒸着領域２１０の終端を
示す終端マーカから、被成膜基板２００の蒸着領域２１０の始端および終端を検出する。
【０１８１】
　なお、上記始端マーカと終端マーカとは、同じものであってもよい。この場合、基板走
査方向にて、蒸着領域２１０の始端か終端かを判断する。
【０１８２】
　また、上記演算部１０２は、画像検出部１０１で検出された画像より、被成膜基板２０
０とシャドウマスク８１との相対的な移動量（例えばシャドウマスク８１に対する被成膜
基板２００の移動量）を決定する。例えば、上記演算部１０２は、アライメントマーカ２
２１とアライメントマーカ８４とのズレ量（ｘ軸方向およびｙ軸方向におけるズレ成分、
並びに、ｘｙ平面における回転成分）を計算し、被成膜基板２００の基板位置の補正値を
演算して決定する。つまり、上記補正値は、基板走査方向に対して垂直な方向および被成
膜基板２００の回転方向に関して演算することで決定される。
【０１８３】
　なお、ここで、被成膜基板の回転方向とは、被成膜基板２００の被成膜面の中心におけ
るｚ軸を回転軸とした、ｘｙ平面内での回転の方向を示す。
【０１８４】
　上記補正値は、補正信号としてモータ駆動制御部１０３に出力され、モータ駆動制御部
１０３は、上記演算部１０２からの補正信号に基づいて、基板保持部材７１に接続された
モータ７２を駆動することで、被成膜基板２００の基板位置を補正する。
【０１８５】
　なお、アライメントマーカ８４・２２１を用いた基板位置補正については、アライメン
トマーカ８４・２２１の形状例と併せて後述する。
【０１８６】
　モータ駆動制御部１０３は、モータ７２を駆動することで、被成膜基板２００を、前記
したように水平方向に移動させる。
【０１８７】
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　蒸着ＯＮ／ＯＦＦ制御部１０４は、画像検出部１０１で蒸着領域２１０の終端が検出さ
れると、蒸着ＯＦＦ（オフ）信号を発生させ、画像検出部１０１で蒸着領域２１０の始端
が検出されると、蒸着ＯＮ（オン）信号を発生させる。
【０１８８】
　シャッタ駆動制御部１０５は、上記蒸着ＯＮ／ＯＦＦ制御部１０４から蒸着ＯＦＦ信号
が入力されると、シャッタ８９を閉鎖する一方、上記蒸着ＯＮ／ＯＦＦ制御部１０４から
蒸着ＯＮ信号が入力されると、シャッタ８９を開放する。
【０１８９】
　次に、アライメントマーカ８４・２２１を用いた基板位置補正並びにアライメントマー
カ８４・２２１の形状例について説明する。
【０１９０】
　図５の（ａ）～（ｃ）に、上記アライメントマーカ８４・２２１の形状の一例を示す。
なお、図５の（ｂ）・（ｃ）は、それぞれ、図示の都合上、並列して配置されたアライメ
ントマーカ８４・２２１のうち２つだけを抜粋して示している。
【０１９１】
　演算部１０２は、画像検出部１０１で検出したアライメントマーカ８４・２２１の画像
から、ｘ軸方向におけるアライメントマーカ８４・２２１の端部（外縁部）間の距離ｒお
よびｙ軸方向におけるアライメントマーカ８４・２２１の端部（外縁部）間の距離ｑを測
定（算出）することで、アライメントのズレ量を計算して基板位置の補正値を演算する。
【０１９２】
　例えば、基板走査方向がｘ軸方向である場合、図５の（ａ）～（ｃ）中、ｒが基板走査
方向における上記端部間の距離であり、ｑが、基板走査方向に垂直な方向の上記端部間の
距離である。演算部１０２は、距離ｒと距離ｑとを、例えば被成膜基板２００における蒸
着領域２１０の両側で測定（算出）することで、基板走査時におけるアライメントのズレ
量を計算する。
【０１９３】
　なお、本実施の形態では、後述するように、被成膜基板２００を走査しながらシャドウ
マスク８１と被成膜基板２００とのアライメントを行う場合を例に挙げて説明するが、こ
れに限らず、基板走査前に十分なアライメントを行い、基板走査中はアライメントを行わ
ないことも可能である。
【０１９４】
　例えば、後述する実施の形態に示すように、被成膜基板２００を被成膜基板２００の蒸
着領域２１０の一辺（例えば、図５の（ａ）～（ｃ）中、ｙ軸方向）に沿って移動させた
後、上記辺に直交する辺（例えば、図５の（ａ）～（ｃ）中、ｘ軸方向）に沿って移動さ
せることが考えられる。この場合、図５の（ａ）～（ｃ）中、ｒが、基板走査方向に垂直
な方向の上記端部間の距離であり、ｑは、被成膜基板２００の移動方向（シフト方向）の
上記端部間の距離を示す。
【０１９５】
　この場合、演算部１０２は、四隅のアライメントマーカにおける、距離ｒと距離ｑとを
測定することで、基板走査開始時におけるアライメントのズレ量と被成膜基板２００の移
動（シフト）時のアライメントのズレ量とを計算する。
【０１９６】
　なお、図５の（ａ）～（ｃ）に示すように、アライメントマーカ８４・２２１の形状は
、帯状であってもよく、正方形等の矩形状であってもよく、枠状、十字状等であってもよ
い。アライメントマーカ８４・２２１の形状は、特に限定されるものではない。
【０１９７】
　また、上記したように、基板走査前に十分なアライメントを行い、基板走査中はアライ
メントを行わない場合、被成膜基板２００の蒸着領域２１０の側面に沿ってアライメント
マーカ２２１が配置されている必要はなく、被成膜基板２００の四隅等に配置されていれ
ばよい。



(20) JP 5384755 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

【０１９８】
　次に、本実施の形態にかかる上記蒸着装置５０を有機ＥＬ表示装置１の製造装置として
用いて、有機ＥＬ層をパターン形成する方法について詳述する。
【０１９９】
　なお、以下の説明では、前記したように、被成膜基板２００として、前記正孔注入層・
正孔輸送層蒸着工程（Ｓ２）が終了した段階でのＴＦＴ基板１０を使用し、有機ＥＬ層の
パターン形成として、発光層蒸着工程（Ｓ３）において発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂの
塗り分け形成を行う場合を例に挙げて説明する。
【０２００】
　なお、本実施の形態では、蒸着源８５とシャドウマスク８１との間の隙間ｇ２（すなわ
ち、蒸着源８５の射出口８６形成面とシャドウマスク８１との間の距離）を１００ｍｍと
し、被成膜基板２００である上記ＴＦＴ基板１０とシャドウマスク８１との間の距離を２
００μｍとした。
【０２０１】
　上記ＴＦＴ基板１０の基板サイズは、走査方向が３２０ｍｍ、走査方向に垂直な方向が
４００ｍｍとし、蒸着領域（表示領域）の幅は、走査方向の幅（幅ｄ４）が２６０ｍｍ、
走査方向に垂直な方向の幅（幅ｄ３）が３１０ｍｍとした。
【０２０２】
　また、上記ＴＦＴ基板１０における各サブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂの開口部１５Ｒ・１５
Ｇ・１５Ｂの幅は、３６０μｍ（走査方向）×９０μｍ（走査方向に垂直な方向）とした
。また、上記開口部１５Ｒ・１５Ｇ・１５Ｂ間のピッチは４８０μｍ（走査方向）×１６
０μｍ（走査方向と垂直方向）とした。なお、上記開口部１５Ｒ・１５Ｇ・１５Ｂ間のピ
ッチ（画素開口部間ピッチ）は、隣り合うサブ画素２Ｒ・２Ｇ・２Ｂにおけるそれぞれの
開口部１５Ｒ・１５Ｇ・１５Ｂ間のピッチを示しており、同色サブ画素間のピッチではな
い。
【０２０３】
　また、シャドウマスク８１には、長辺８１ａ（長軸方向）の幅ｄ１（走査方向に垂直な
方向の幅）が６００ｍｍ、短辺８１ｂ（短軸方向）の幅ｄ２（走査方向の幅）が２００ｍ
ｍのシャドウマスクを用いた。また、シャドウマスク８１の開口部８２の開口幅は、１５
０ｍｍ（長軸方向の幅ｄ５；図１参照）×１３０μm（短軸方向の幅ｄ６；図１参照）と
し、隣り合う開口部８２・８２間の間隔ｄ８（図１参照）は３５０μｍとし、隣り合う開
口部８２・８２の中心間のピッチｐ（図１参照）は４８０μｍとした。
【０２０４】
　なお、本実施の形態において、上記シャドウマスク８１の短辺８１ｂの幅ｄ２（短辺長
）としては、２００ｍｍ以上であることが好ましい。この理由は以下の通りである。
【０２０５】
　つまり、蒸着レートは１０ｎｍ／ｓ以下が好ましく、これを超えると、蒸着された膜（
蒸着膜）の均一性が低下し、有機ＥＬ特性が低下する。
【０２０６】
　また、蒸着膜の膜厚は一般に１００ｎｍ以下である。１００ｎｍ以上となると、必要な
印加電圧が高くなり、結果として、製造された有機ＥＬ表示装置の消費電力が増加する。
したがって、蒸着レートと蒸着膜の膜厚とから、必要な蒸着時間は１０秒と見積もられる
。
【０２０７】
　一方、処理能力（タクトタイム）の制限によって、例えば幅２ｍのガラス基板に対して
蒸着を１５０秒で完了するためには、少なくとも、走査速度を１３．３ｍｍ／ｓ以上にす
る必要がある。処理時間１５０秒は、およそ一日当たり５７０枚を処理できるタクトタイ
ムである。
【０２０８】
　上記走査速度で、上記したように１０秒の蒸着時間を得るためには、シャドウマスク８
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１の開口部８２は、走査方向に少なくとも１３３ｍｍ以上、開口している必要がある。
【０２０９】
　開口部８２の端からシャドウマスク８１の端までの距離（マージン幅ｄ７；図１参照）
を３０ｍｍ程度が妥当と想定した場合、シャドウマスク８１の走査方向の幅は、１３３＋
３０＋３０≒２００ｍｍが必要となる。
【０２１０】
　したがって、シャドウマスク８１の短辺長（幅ｄ２）は、２００ｍｍ以上であることが
好ましいと言える。但し、蒸着レートや蒸着膜の膜厚、タクトタイムの許容量が変化すれ
ばこの限りではない。
【０２１１】
　また、本実施の形態において、上記ＴＦＴ基板１０の走査速度は３０ｍｍ／ｓとした。
【０２１２】
　図１０は、本実施の形態にかかる蒸着装置５０を用いてＴＦＴ基板１０に所定のパター
ンを成膜する方法の一例を示すフローチャートである。
【０２１３】
　以下に、上記蒸着装置５０を用いて図８に示す発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂを成膜す
る方法について、図１０に示すフローにしたがって具体的に説明する。
【０２１４】
　まず、図３に示すように、マスク保持部材８７を用いて、マスクテンション機構８８を
介して、シャドウマスク８１を真空チャンバ６０内の蒸着源８５上に設置（固定）し、自
重による撓みや延びが発生しないように、マスクテンション機構８８にてテンションをか
けて水平に保持する。このとき、蒸着源８５とシャドウマスク８１との間の距離を、マス
ク保持部材８７によって一定に保持すると同時に、基板走査方向とシャドウマスク８１に
形成されたストライプ状の開口部８２の長軸方向とが一致するように、シャドウマスク８
１のアライメントマーカ８４を用いて位置合わせすることで、マスクユニット８０を組み
立てる（マスクユニットの準備）。
【０２１５】
　次に、上記真空チャンバ６０にＴＦＴ基板１０を投入し、該ＴＦＴ基板１０の同色サブ
画素列の方向が基板走査方向に一致するように、被成膜基板２００であるＴＦＴ基板１０
のアライメントマーカ２２１を用いて、図１０に示すように粗アライメントを行う（Ｓ１
１）。ＴＦＴ基板１０は、自重による撓みが発生しないように、基板保持部材７１により
保持する。
【０２１６】
　続いて、ＴＦＴ基板１０とシャドウマスク８１との間の隙間ｇ１（基板－マスクギャッ
プ）が一定になるようにギャップ調整してＴＦＴ基板１０とシャドウマスク８１とを対向
配置させることにより、ＴＦＴ基板１０とシャドウマスク８１との位置合わせを行う（Ｓ
１３）。本実施の形態では、ＴＦＴ基板１０とシャドウマスク８１との間の隙間ｇ１が、
ＴＦＴ基板１０全体に渡って凡そ２００μｍとなるようにギャップ調整した。
【０２１７】
　次に、上記ＴＦＴ基板１０を、３０ｍｍ／ｓにて走査しながら、該ＴＦＴ基板１０に、
赤色の発光層２３Ｒの材料を蒸着させた。
【０２１８】
　このとき、上記ＴＦＴ基板１０が、上記シャドウマスク８１上を通過するように基板走
査を行った。また、シャドウマスク８１の開口部８２が、赤色のサブ画素２Ｒ列に一致す
るように上記アライメントマーカ８４・２２１を用いて、走査と同時に精密なアライメン
トを行った（Ｓ１４）。
【０２１９】
　上記発光層２３Ｒは、その材料に、３－フェニル－４（１’－ナフチル）－５－フェニ
ル－１，２，４－トリアゾール（ＴＡＺ）（ホスト材料）と、ビス（２－(２’－ベンゾ[
４，５－α]チエニル)ピリジナト－Ｎ，Ｃ３’）イリジウム（アセチルアセトネート）(
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ｂｔｐ２Ｉｒ（ａｃａｃ）)（赤色発光ドーパント）とを使用し、それぞれの蒸着速度を
５．０ｎｍ／ｓ、０．５３ｎｍ／ｓとして、これら材料（赤色有機材料）を共蒸着させる
ことにより形成した。
【０２２０】
　蒸着源８５から射出された上記赤色有機材料の蒸着粒子は、上記ＴＦＴ基板１０がシャ
ドウマスク８１上を通過するときに、シャドウマスク８１の開口部８２を通じて、シャド
ウマスク８１の開口部８２に対向する位置に蒸着される。本実施の形態においては、上記
ＴＦＴ基板１０がシャドウマスク８１上を完全に通過した後には、上記赤色有機材料が、
膜厚２５ｎｍにて上記ＴＦＴ基板１０に蒸着された。
【０２２１】
　これにより、ＴＦＴ基板１０には、その移動方向における一端部から他端部に亘ってス
トライプ状の蒸着膜が形成される（図１７参照）。
【０２２２】
　ここで、上記Ｓ１４におけるアライメントの調整方法について、図１１を参照して以下
に説明する。
【０２２３】
　図１１は、アライメント調整方法を示すフローチャートである。アライメントの調整は
、図１１に示すフローに従って行われる。
【０２２４】
　まず、被成膜基板２００である上記ＴＦＴ基板１０の基板位置を、イメージセンサ９０
にて取り込む（Ｓ２１）。
【０２２５】
　次に、上記イメージセンサ９０で取り込まれた画像から、画像検出部１０１にて、上記
ＴＦＴ基板１０のアライメントマーカ２２１およびシャドウマスク８１のアライメントマ
ーカ２２１の画像検出を行う（Ｓ２２）。
【０２２６】
　その後、上記画像検出部１０１にて検出されたアライメントマーカ２２１・８４の画像
から、演算部１０２にて、アライメントマーカ２２１とアライメントマーカ８４とのズレ
量を計算し、基板位置の補正値を演算して決定する（Ｓ２３）。
【０２２７】
　次いで、モータ駆動制御部１０３が、上記補正値に基づいてモータ７２を駆動すること
で、基板位置を補正する（Ｓ２４）。
【０２２８】
　次いで、補正後の基板位置を再びイメージセンサ９０で検出してＳ２１～Ｓ２５の工程
（ステップ）を繰り返す。
【０２２９】
　このように、本実施の形態によれば、繰り返し基板位置をイメージセンサ９０で検出し
て基板位置を補正することで、基板走査しながら基板位置を補正することが可能であり、
ＴＦＴ基板１０とシャドウマスク８１とを精密アライメントしながら成膜することができ
る。
【０２３０】
　上記発光層２３Ｒの膜厚は、往復走査（つまり、ＴＦＴ基板１０の往復移動）並びに走
査速度により調整することができる。本実施の形態では、Ｓ１４による走査後、ＴＦＴ基
板１０の走査方向を反転させ、Ｓ１４と同様の方法にて、Ｓ１４における上記赤色有機材
料の蒸着位置に、さらに上記赤色有機材料を蒸着させた。これにより、膜厚５０ｎｍの発
光層２３Ｒを形成した。
【０２３１】
　本実施の形態では、Ｓ１４に示すステップ後、上記発光層２３Ｒが形成されたＴＦＴ基
板１０を上記真空チャンバ６０から取り出し（Ｓ１５）、緑色の発光層２３Ｇ形成用のマ
スクユニット８０並びに真空チャンバ６０を用いて、上記発光層２３Ｒの成膜処理と同様
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にして緑色の発光層２３Ｇを成膜した。
【０２３２】
　また、このようにして発光層２３Ｇを形成した後、青色の発光層２３Ｂ形成用のマスク
ユニット８０並びに真空チャンバ６０を用いて、上記発光層２３Ｒ・２３Ｇの成膜処理と
同様にして青色の発光層２３Ｂを成膜した。
【０２３３】
　すなわち、上記発光層２３Ｇ・２３Ｂの成膜処理では、これら発光層２３Ｇ・２３Ｂに
相当する位置に開口部８２を有するシャドウマスク８１をそれぞれ準備した。そして、そ
れぞれのシャドウマスク８１を、発光層２３Ｇ・２３Ｂ形成用の各真空チャンバ６０に設
置し、それぞれのシャドウマスク８１の開口部８２が、各サブ画素２Ｇ・２Ｂ列に一致す
るようにアライメントを行いながら、ＴＦＴ基板１０を走査して蒸着を行った。
【０２３４】
　上記発光層２３Ｇは、その材料に、（ＴＡＺ）（ホスト材料）と、Ｉｒ（ｐｐｙ）３（
緑色発光ドーパント）とを使用し、それぞれの蒸着速度を５．０ｎｍ／ｓ、０.６７ｎｍ
／ｓとして、これら材料（緑色有機材料）を共蒸着させることにより形成した。
【０２３５】
　また、発光層２３Ｂは、その材料に、ＴＡＺ（ホスト材料）と、２－（４’－ｔ－ブチ
ルフェニル）－５－（４’’－ビフェニルイル）－１，３，４－オキサジアゾール（ｔ－
Ｂｕ　ＰＢＤ）（青色発光ドーパント）とを使用し、それぞれの蒸着速度を５．０ｎｍ／
ｓ、０.６７ｎｍ／ｓとして、これら材料（青色有機材料）を共蒸着させることにより形
成した。
【０２３６】
　なお、上記発光層２３Ｇ・２３Ｂの膜厚は、それぞれ５０ｎｍとした。
【０２３７】
　以上の工程によって、発光層２３Ｒ・２３Ｇ・２３Ｂが赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）
にパターン形成されたＴＦＴ基板１０を得た。
【０２３８】
　ところで、前述のようなシャドウマスク８１とＴＦＴ基板１０との相対移動によって蒸
着層（ここでは有機ＥＬ素子２０の発光層２３Ｒ，２３Ｇ，２３Ｂ）を形成する場合に、
次のような問題が考えられる。図１３は、前記発光層２３Ｒ，２３Ｇ，２３Ｂを形成する
前の段階におけるＴＦＴ基板１０の概略構成を示す図である。
【０２３９】
　図７に示すように、ＴＦＴ基板１０は、前記複数の画素が２次元的（ここではマトリク
ス状とする）に配列されている。前記複数の画素が配列されている領域を画素領域ＡＧと
いうものとする。
【０２４０】
　配線１４は、前述したように、画素領域ＡＧ内を画素の配列方向に沿って網目状に配設
されており、外部回路と電気的に接続できるように、画素領域ＡＧの外側まで引き出され
ている。前記外部回路としては、例えばフレキシブルフィルムケーブルＦＣやＩＣ（Inte
grated circuit）などがある。
【０２４１】
　そして、図１３に示すように、画素領域ＡＧの外側まで引き出された前記配線１４の端
子は、前記画素領域ＡＧの外側の複数の位置に分けて集約されている。配線１４の端子が
集約された領域を端子部領域という。
【０２４２】
　具体的には、前記端子部領域Ａ１～Ａ４が複数設けられており、各端子部領域Ａ１～Ａ
４は、前記画素領域ＡＧを取り囲むように、前記マトリクスが成す前記矩形の各辺Ｌ１～
Ｌ４の外側に隣接して（各辺Ｌ１～Ｌ４の外側で該辺Ｌ１～Ｌ４に沿って）設けられてい
る。
【０２４３】
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　なお、ここでは、図１３に示すように、画素領域ＡＧの左側に位置する端子部領域を端
子部領域Ａ１、画素領域ＡＧの右側に位置する端子部領域を端子部領域Ａ２、画素領域Ａ

Ｇの上側に位置する端子部領域を端子部領域Ａ３、画素領域ＡＧの下側に位置する端子部
領域を端子部領域Ａ４とする。
【０２４４】
　そして、各配線１４の各端子（第２電極２６と接続される端子を除く）は、前記マトリ
クスが成す矩形の４辺Ｌ１～Ｌ４の中で最も近い辺に隣接する端子部領域に集約されてい
る。
【０２４５】
　なお、図１３において左右方向をＴＦＴ基板１０の移動方向とすると、端子部領域Ａ１
～Ａ４のうち、前記ＴＦＴ基板１０の移動方向に交差する辺Ｌ１，Ｌ２に近い端子部領域
Ａ１，Ａ２を交差側端子部領域Ａ１，Ａ２といい、前記ＴＦＴ基板１０の移動方向に平行
な辺に近い端子部領域Ａ３，Ａ４を平行側端子部領域Ａ３，Ａ４というものとする。
【０２４６】
　一方、前記第２電極２６と接続される接続部が前記端子部領域Ａ１～Ａ４と異なる領域
に設けられている。本実施形態では、第２電極２６と接続される接続部は、前記矩形の上
下の辺の外側で隣接する領域に設けられている。第２電極２６と接続される接続部が設け
られている領域を第２電極接続部といい、図１３に示すように、上側に位置する第２電極
接続部を第２電極接続部Ａ５、下側に位置する第２電極接続部を第２電極接続部Ａ６とい
うものとする。
【０２４７】
　図１３においては、画素領域ＡＧ及び第２電極接続部Ａ５，Ａ６が封止基板４０によっ
て封止され、端子部領域Ａ１～Ａ４は封止されずに外部に露出する。
【０２４８】
　図１４は、封止基板４０によって封止されたＴＦＴ基板１０が外部回路の一例である前
記フレキシブルフィルムケーブルＦＣに接続される直前の状態を示す図である。図１５は
、交差側端子部領域Ａ１に位置する配線１４の端子周辺の構成を示す図である。
【０２４９】
　交差側端子部領域Ａ１に端子が集約された配線１４の端子は、例えば図１５に示すよう
に、接続領域２０２において、異方性導電接着フィルム（ＡＣＦ）等を介してフレキシブ
ルフィルムケーブルＦＣの接続端子ＦＣＴと接続される。交差側端子部領域Ａ２及び平行
側端子部領域Ａ３，Ａ４に端子が集約された配線１４の端子についても同様である。
【０２５０】
　ここで、交差側端子部領域Ａ１～Ａ４が外部に露出したＴＦＴ基板１０に対し発光層２
３Ｒ等の有機膜の蒸着処理を行う場合に、前述のようなシャドウマスク８１とＴＦＴ基板
１０との相対移動によって、ＴＦＴ基板１０における前記移動方向の一方端部から他方端
部に亘って有機膜の蒸着処理を行うものとする。
【０２５１】
　このとき、前記移動方向と交差する方向においては、開口部８２を設ける範囲を適宜設
定することで、蒸着領域を画素領域ＡＧと略合致させることができ、平行側端子部領域Ａ
３、Ａ４に有機膜が蒸着されるのを回避することができる。
【０２５２】
　ところが、図１５に示すように、前記交差側端子部領域Ａ１，Ａ２については有機膜が
蒸着され、交差側端子部領域Ａ１，Ａ２の端子における前記接続領域２０２が有機膜で覆
われることになる。
【０２５３】
　有機膜が高い電気抵抗を有している場合、交差側端子部領域Ａ１，Ａ２に端子が集約さ
れた配線１４については、フレキシブルフィルムケーブルＦＣの接続端子ＦＣＴと良好な
電気的接続を確立することができないという問題が生じる。フレキシブルフィルムケーブ
ルＦＣの接続端子ＦＣＴとの電気的な接続を良好にできないと、フレキシブルフィルムケ
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ーブルＦＣがＴＦＴ基板１０から剥離したり、或いは、当該有機ＥＬ表示装置１において
表示不良が発生したりする。
【０２５４】
　一方、前記有機膜の電気抵抗が低い場合、有機膜を介して電気的なリークが発生すると
いう問題が生じる。
【０２５５】
　したがって、前記交差側端子部領域Ａ１，Ａ２に集約されている端子に対して、有機膜
の蒸着形成を避ける手段を講じる必要がある。以下、有機膜の蒸着を避けるべき領域を蒸
着不要領域という。
【０２５６】
　前記手段の１つとして、シャッタ８９を用いて有機膜の蒸着を遮断して前記蒸着不要領
域への蒸着を防ぐことが考えられる。すなわち、前記蒸着不要領域がシャドウマスク８１
の開口部８２に到達した時点でシャッタ８９を閉鎖することが考えられる。
【０２５７】
　しかしながら、この場合、前記開口部８２が前記移動方向に一定の長さを有しているた
め、ＴＦＴ基板１０において開口部８２に対向する時間が部位によって差が生じ、シャッ
タ８９を閉鎖した時点で有機膜を蒸着すべき領域がシャドウマスク８１の開口部８２上に
残る可能性がある。この状態でシャッタ８２を閉鎖すると、その蒸着すべき一部の領域の
蒸着量が不足し、該領域における蒸着膜の膜厚を適切に確保することができないという問
題がある。
【０２５８】
　一方、後の工程において有機溶剤による有機膜の拭き取りを行うという手段を採った場
合、前記有機溶剤の残渣が残ったり、ダストが混入したりするという問題が発生する。
【０２５９】
　そこで、本実施形態に係るＴＦＴ基板１０においては、配線１４の端子（第２電極２６
が接続される端子を除く）を、蒸着膜が蒸着される領域（以下、蒸着領域という）を避け
て集約するようにしている。
【０２６０】
　図１６は、１つのＴＦＴ基板１０における複数の配線１４の配線態様を示す図である。
図１７は、本実施形態に係るＴＦＴ基板１０を複数マトリクス状に並べ、それらに対して
一度に蒸着を行った状態を示す図である。
【０２６１】
　具体的には、図１６，図１７に示すように、従来では交差側端子部領域Ａ１，Ａ２に集
約していた配線１４の端子を、ＴＦＴ基板１０とシャドウマスク８１との相対移動の移動
方向と平行な辺の外側で隣接する平行側端子部領域ＰＴ１，ＰＴ２に集約するようにして
いる。換言すると、図１６に示すように、前記平行側端子部領域ＰＴ１，ＰＴ２に、第２
電極２６と接続される配線１４を除く配線１４の端子が集約するように、該配線１４が設
計されている。
【０２６２】
　図１６に示す配線態様においては、配線１４のうち左右に延びる配線１４の端子は、下
側に位置する平行側端子部領域ＰＴ２に集約される一方、上下に延びる配線１４の端子は
、上側に位置する平行側端子部領域ＰＴ１に集約されている。
【０２６３】
　なお、本実施形態では、平行側端子部領域ＰＴ１，ＰＴ２とこれらの領域ＰＴ１，ＰＴ

２の近傍に位置する前記辺との間には、第２電極接続部ＰＴ３，ＰＴ４が設けられている
。ただし、第２電極接続部ＰＴ３，ＰＴ４が設けられる位置はこの位置に限られるもので
はない。
【０２６４】
　これにより、交差側端子部領域Ａ１，Ａ２に集約されていた配線１４の端子に対して有
機膜の蒸着が行われるのを回避することができる。その結果、ゲート線１４Ｇの端子をフ
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レキシブルフィルムケーブルＦＣの接続端子ＦＣＴと良好に電気接続することができる。
【０２６５】
　また、従来のように交差側端子部領域Ａ１，Ａ２に形成された有機膜を後の工程で有機
溶剤によって拭き取るという作業が不要となり、この拭取り工程が不要となる分、製造時
間の短縮や製造コストの削減を図ることが出来る。
【０２６６】
　また、従来技術のように有機溶剤で蒸着膜の拭き取りを行った場合に、拭き取りが不十
分で残渣が残りやすいといった問題や、拭き取り時に異物が発生し、外部回路との接続な
どに不良を及ぼして有機ＥＬ表示装置の歩留まりを低下させるといった問題を回避するこ
とができる。さらに、封止基板４０などに有機溶剤が損傷を与えて、有機ＥＬ表示装置１
の信頼性を低下させる虞があるなどの問題が生じるのを回避することができる。
【０２６７】
　また、ＴＦＴ基板１０上の配線の設計を変更するだけであるので、工程や装置の追加が
不要である。
【０２６８】
　［第２の実施形態］
　次に、本発明に係る被成膜基板の第２の実施形態について説明する。なお、本実施の形
態では、主に、前記第１の実施形態との相違点について説明するものとし、前記第１の実
施形態で用いた構成要素と同一の機能を有する構成要素には同一の番号を付し、その説明
を省略する。図１８は、第２の実施形態に係るＴＦＴ基板（被成膜基板）の概略構成を示
す図である。
【０２６９】
　本実施形態に係るＴＦＴ基板は、第２電極接続部ＰＴ３，ＰＴ４の位置が第１の実施形
態と異なる。
【０２７０】
　すなわち、前記第１の実施形態では、第２電極接続部ＰＴ３，ＰＴ４が、ＴＦＴ基板１
０とシャドウマスク８１との相対移動の移動方向と平行な辺と、前記平行側端子部領域Ｐ

Ｔ１，ＰＴ２との間の領域に設けられている。これに対し、本実施形態においては、図１
８に示すように、第２電極接続部ＰＴ３’，ＰＴ４’が前記移動方向と交差する辺の外側
で隣接する領域に配置されている。
【０２７１】
　この場合、第２電極接続部ＰＴ３’，ＰＴ４’は、有機膜に覆われることになる。しか
しながら、有機膜は、ストライプ状のパターン膜であり、パターン間には有機膜がない。
そのため、第２電極２６と接続する配線１４の端子を前記パターン間の領域で露出させれ
ば、配線１４と第２電極２６とを直接接続することができる。
【０２７２】
　ここで、第２電極接続部ＰＴ３’，ＰＴ４’は、平行側端子部領域ＰＴ１，ＰＴ２と異
なり、各配線との接続位置の精度が要求されるわけではない。しかも、第２電極接続部Ｐ

Ｔ３’，ＰＴ４’は、配線１４との接続領域２０２を拡大することで接触面積を広げるこ
とができるなど、端子部領域ＰＴ１，ＰＴ２に比べて設計自由度が高い。したがって、第
２電極接続部ＰＴ３’，ＰＴ４’は、ストライプ状の有機膜間において電気的な接続を行
っても導通不良になりにくい。
【０２７３】
　また、仮に前記有機膜が導電性の膜であったとしても、第２電極接続部ＰＴ３’，ＰＴ

４’は、単一（単体）の端子であるから、端子部領域ＰＴ１，ＰＴ２に集約された端子の
ように配線ごとの個々の端子が有機膜に接触した場合のような電気的リークは発生しない
。
【０２７４】
　このように、本実施形態においても、前記第１の実施形態と同様の効果が得られること
に加え、ＴＦＴ基板１０とシャドウマスク８１との相対移動方向と平行な辺には平行側端
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子部領域ＰＴ１，ＰＴ２だけが形成されることで、前記相対移動方向と交差する辺が延び
る方向における有機ＥＬ表示装置１の長さを小さくすることができる。
【０２７５】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０２７６】
　例えば、各色ごとに有機膜の総厚を変更したい等の理由により、発光層以外、例えば正
孔輸送層においても、前記のように画素ごとに有機層を塗り分けるように前記シャドウマ
スクを用いて蒸着形成を行うことも可能である。この場合、正孔輸送層が形成される直前
のＴＦＴ基板１０が、本発明に係る被成膜基板の一例となる。
【０２７７】
　また、蒸着装置５０は、基板移動機構７０に代えて、被成膜基板２００を固定する基板
保持部材７１（例えば静電チャック）を備えるとともに、マスクユニット８０を、シャド
ウマスク８１と蒸着源８５との相対的な位置を保ったまま被成膜基板２００に対して相対
移動させるマスクユニット移動機構を備えていてもよい。或いは、基板移動機構７０及び
マスクユニット移動機構の両方を備えていてもよい。
【０２７８】
　すなわち、被成膜基板２００及びマスクユニット８０は、その少なくとも一方が相対移
動可能に設けられていればよく、何れを移動させる場合であっても、本発明の効果を得る
ことができる。
【０２７９】
　但し、前記したようにマスクユニット８０に対して被成膜基板２００を相対移動させる
場合には、シャドウマスク８１と蒸着源８５とは、相対的に位置が固定されていれば、必
ずしも一体化されている必要はない。
【０２８０】
　例えば、前記マスクユニット８０は、蒸着源８５が真空チャンバ６０の内壁における例
えば底壁に固定されるとともに、マスク保持部材８７が、前記真空チャンバ６０の内壁の
何れかに固定されることで、前記シャドウマスク８１と蒸着源８５との相対的な位置が固
定されていても構わない。
【０２８１】
　また、前記シャドウマスク８１の開口部８２は、前記蒸着源８５における射出口８６の
配置に合わせて、各射出口８６が、平面視で何れかの開口部８２内に位置するとともに、
開口部８２と射出口８６とが１対１に対応して設けられている場合を例に挙げて説明した
。しかしながら、本実施の形態は、これに限定されるものではない。開口部８２と射出口
８６とは、必ずしも対向配置されている必要はなく、また、必ずしも１対１に対応してい
なくてもよい。
【０２８２】
　また、本実施の形態では、シャドウマスク８１の開口部８２及び蒸着源８５の射出口８
６が、一次元に配列されている場合を例に挙げて説明した。しかしながら、本実施の形態
はこれに限定されるものではない。シャドウマスク８１の開口部８２と蒸着源８５の射出
口８６とは、それぞれ、互いに対向して配置されていればよく、二次元に配列されていて
も構わない。
【０２８３】
　また、本実施の形態では、シャドウマスク８１の開口部８２及び蒸着源８５の射出口８
６が、それぞれ複数設けられている場合を例に挙げて説明した。しかしながら、本実施の
形態はこれに限定されるものではない。前記シャドウマスク８１は、開口部８２を少なく
とも１つ備えていればよく、蒸着源８５は、射出口８６を少なくとも１つ備えていればよ
い。
【０２８４】
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　つまり、シャドウマスク８１並びに蒸着源８５は、開口部８２並びに射出口８６が、そ
れぞれ１つだけ設けられている構成を有していてもよい。この場合でも、マスクユニット
８０及び被成膜基板２００のうち少なくとも一方を相対移動させて、蒸着粒子をシャドウ
マスク８１の開口部８２を介して被成膜基板２００の蒸着領域２１０に順次蒸着させるこ
とで、被成膜基板２００に所定のパターンの成膜を行うことができる。
【０２８５】
　また、本実施の形態では、シャドウマスク８１が、スリット状の開口部８２を有してい
る場合を例に挙げて説明した。しかしながら、前記開口部８２の形状は、所望の蒸着パタ
ーンが得られるように適宜設定すればよく、特に限定されるものではない。
【０２８６】
　また、本実施の形態では、前記したように、ＴＦＴ基板１０側から光を取り出すボトム
エミッション型の有機ＥＬ表示装置１の製造方法を例に挙げて説明した。しかしながら、
本実施の形態はこれに限定されるものではない。本発明は、封止基板４０側から光を取り
出すトップエミッション型の有機ＥＬ表示装置１にも好適に適用することができる。
【０２８７】
　また、本実施の形態では、ＴＦＴ基板１０及び封止基板４０の支持基板としてガラス基
板を用いる場合を例に挙げて説明したが、本実施の形態はこれに限定されるものではない
。
【０２８８】
　これらＴＦＴ基板１０並びに封止基板４０における各支持基板としては、有機ＥＬ表示
装置１がボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置である場合、ガラス基板以外に、例え
ば、プラスチック基板等の透明基板を用いることもできる。一方、前記有機ＥＬ表示装置
１がトップエミッション型の有機ＥＬ表示装置である場合には、前記支持基板としては、
前記したような透明基板以外に、例えば、セラミックス基板等の不透明な基板を用いるこ
ともできる。
【０２８９】
　また、本実施の形態では、陽極（本実施の形態では、第１電極２１）が、マトリクス状
に形成されている場合を例に挙げて説明した。しかしながら、前記陽極としては、有機Ｅ
Ｌ層に正孔を供給する電極としての機能を有していれば、その形状、材質、並びに大きさ
は、特に限定されるものではなく、例えばストライプ状に形成されていても構わない。但
し、有機ＥＬ素子の性質上、陽極及び陰極のうち少なくとも一方は透明であることが好ま
しい。一般的には、透明な陽極が用いられる。
【０２９０】
　また、本実施の形態では、各画素にＴＦＴを有するアクティブマトリクス方式の有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造方法を例に挙げて説明した。しかしながら、これに限らず、各画素にＴ
ＦＴを有さないパッシブマトリクス方式の有機ＥＬ表示装置１に対しても、本発明は好適
に適用することができる。
【０２９１】
　また、本実施の形態において走査速度や蒸着速度等は適宜設定するとよい。
【０２９２】
　また、被成膜基板２００であるＴＦＴ基板１０とシャドウマスク８１との間の隙間ｇ１
や、前記蒸着源８５とシャドウマスク８１との間の隙間ｇ２は適宜設定可能である。
【０２９３】
　ＴＦＴ基板１０とシャドウマスク８１との間の隙間ｇ１は、隙間を一定に保持し、両者
が接触しない範囲で適宜調整すればよい。また、前記隙間ｇ２は、蒸着粒子の空間的な広
がりの分布や蒸着源８５から放射される熱の影響を鑑みて適宜調整すればよい。
【０２９４】
　また、配線１４の端子を集約する領域は、平行側端子部領域ＰＴ１，ＰＴ２に限定され
ない。例えば、図１７の領域ｘに示すように、前記マトリクスが成す前記矩形の対角線上
に、該矩形に隣接する態様で、前記配線１４の端子を集約する領域を設けても良い。要は
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、前記配線１４の端子を集約する領域は、蒸着領域２１０の外部であればどこでもよい。
【０２９５】
　また、前記各実施形態では、２つの平行側端子部領域ＰＴ１，ＰＴ２を設けたが、いず
れか一方に各配線１４の端子を集約するようにしてもよい。また、前記第１の実施形態で
は、２つの第２電極接続部ＰＴ３，ＰＴ４を設け、前記第２の実施形態では、２つの第２
電極接続部ＰＴ３’，ＰＴ４’を設けたが、いずれか一方に各配線１４の端子を集約する
ようにしてもよい。
【０２９６】
　また、本発明は、有機ＥＬ表示装置１の製造だけでなく、基板とシャドウマスクとの相
対移動によって蒸着を行った場合に、端子部領域への蒸着膜の形成が問題となる他の装置
の製造に適用可能である。
【０２９７】
　［要点概要］
　以上のように、本発明の実施の形態に係る被成膜基板は、前記画素領域は、前記複数の
画素がマトリクス状に配列された矩形状の領域であり、前記画素領域が成す矩形の４辺の
うち少なくとも１辺は、当該被成膜基板と前記蒸着マスクとの相対移動の移動方向と平行
な辺であり、前記複数の配線の各端子は、前記蒸着層の形成領域外の領域であって前記平
行な辺の外側で該辺に沿うように集約されている。
【０２９８】
　この形態によれば、前記複数の配線の各端子を、前記蒸着層の形成領域外の領域であっ
て前記平行な辺の外側で該辺に沿うように集約したので、前記集約位置を他の位置に設定
する場合に比して前記複数の配線の長さを可及的に短くすることができる。
【０２９９】
　本発明の実施の形態に係る被成膜基板は、さらに、当該被成膜基板に形成される発光層
に電子を注入するための第２電極の接続部を、前記蒸着層の形成領域外の領域であって前
記平行な辺の外側で該辺に沿うように設けることが可能である。
【０３００】
　本発明の実施の形態に係る被成膜基板は、さらに、当該被成膜基板に形成される発光層
に電子を注入するための第２電極の接続部が、前記蒸着層の形成領域内に配設されている
。
【０３０１】
　この形態によれば、前記第２電極の接続部を前記蒸着層の形成領域内に集約したので、
従来の被成膜基板において前記第２電極と接続される配線の接続部が設けられていたスペ
ースに、前記第２電極と接続される配線以外の端子を集約することが可能となる。
【０３０２】
　なお、この場合、前記第２電極の接続部は外部回路と直接接続されることはなく、別途
、前記蒸着層の形成領域外に形成された端子で外部回路と接続される。
【０３０３】
　本発明の実施の形態に係る被成膜基板は、前記画素領域は、前記複数の画素がマトリク
ス状に配列された矩形状の領域であり、前記画素領域が成す矩形の４辺のうち少なくとも
１辺は、当該被成膜基板と前記蒸着マスクとの相対移動の移動方向と平行な辺であり、前
記第２電極の接続部は、前記画素領域が成す矩形の４辺のうち前記移動方向と平行な辺と
交差する辺の外側で該辺に沿うように設けられている。
【０３０４】
　本発明の実施の形態によれば、前記第２電極の接続部を、前記画素領域が成す矩形の４
辺のうち前記移動方向と平行な辺と交差する辺の外側で該辺に沿うように設けたので、第
２電極の接続部と接続される配線の長さを可及的に短くすることができる。
【０３０５】
　本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置は、蒸着層が蒸着された前記いずれかの形
態に係る被成膜基板を備え、前記蒸着層は、電流が供給されることにより発光する有機Ｅ
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【０３０６】
　この形態によれば、前記いずれかの発明による効果が得られる有機ＥＬ表示装置を実現
することができる。
【産業上の利用可能性】
【０３０７】
　本発明に係る被成膜基板は、例えば、有機ＥＬ表示装置における有機層の塗り分け形成
等の成膜プロセスに用いられる、有機ＥＬ表示装置の製造装置及び製造方法等に好適に用
いることができる。
【符号の説明】
【０３０８】
１　　有機ＥＬ表示装置
２　　画素
１０　　ＴＦＴ基板（被成膜基板）
２６　　第２電極
５０　　蒸着装置８１　　シャドウマスク（蒸着マスク）
８２　　開口部
８５　　蒸着源
８６　　射出口
２００　　被成膜基板
２１０　　蒸着領域
２１１　　蒸着膜（蒸着層）
１４　配線
ＡＧ　画素領域
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